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1 概述

HWD767D3xx双输出电压调整器可以提供1.8V、2.5、3.3V和ADJ等多种电压版本。在允许

的线性、负载、温度范围内，输出电压波动不超过5％。具有快速的瞬态响应、低输入输出压降，

双通道输出等特点，为了稳定输出需要并联一个10uF的低ESR输出电容。主要用于DSP、CPLD、

FPGA等应用领域，可以用于任何混合输出电压应用，并且可提供高达1A的电流。两个低电平

有效的复位信号可以分别使内核逻辑和I/O进行复位。

HWD767D3xx系列双输出电压调整器包含三个产品型号，可以提供1.8V、2.5、3.3V和Adj

等多种电压版本，具体产品列表如下表1所示：

表1 不同版本输出电压值

产品型号 调整器 1输出 调整器 2输出

HWD767D301MAG Adj（1.2V-5.0V） 3.3V

HWD767D318 MAG 1.8V 3.3V

HWD767D325 MAG 2.5V 3.3V

2 产品特点

1) 用于多电源应用的双输出电压。

2) 单个稳压器输出电流范围为 0mA到 1A。

3) 支持 3.3V/2.5V，3.3V/1.8V，3.3V/ADJ输出。

4) 快速瞬态响应。

5) 全温度和全负载情况下输出有 5%容差。

6) 在 1A情况下输入输出压降典型值为 350mV。

7) 超低的静态电流，典型值为 85uA。

8) 两个开漏上电复位端，每个调整器都有 200mS延迟。

9) CSOP24封装。

3 功能框图
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图 1 固定版本功能框图

图 2 ADJ版本功能框图

4 封装信息

4.1 HWD767D3xx封装信息

HWD767D3xx封装外形及引脚排列图如下图所示。
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图 3 HWD767D3xx封装外形图及引脚排列图

HWD767D3xx引脚描述如下表所示。
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表 2 HWD767D3xx引脚描述

引出端序号 符号 引出端描述

3 1GND 调整器 1地

4 /1EN 调整器 1使能端口

5,6 1IN 调整器 1输入电源电压

9 2GND 调整器 2地

10 /2EN 调整器 2使能端口

11,12 2IN 调整器 2输入电源电压

13,14 2OUT 调整器 2输出电压

18 /2RESET 调整器 2复位信号

19,20 1OUT 调整器 1输出电压

21 1FB/NC 调整器 1对可调电压的输出电压反馈

24 /1RESET 调整器 1复位信号

1,2,7,8,15,16,17,22,23 NC 悬空, 没有内部连接

4.2 HWD767D3xx焊盘推荐

HWD767D3xx焊盘推荐如下图所示，用户可根据焊接要求进行调整。

图 4 HWD767D3xx推荐焊盘图
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4.3 HWD767D3xx焊接推荐

建议采用无铅回流曲线焊接。

回流加热方式 热风对流，红外/热风对流

加热速度 最大 3℃/s
预热温度 150℃～200℃ 60s～120s
熔点以上温度保持时间（回流时间） 60s～120s
低于峰值温度 5℃以内的保持时间 最大 30s
引脚或焊球峰值温度 最低235℃，典型温度245℃，不超过260℃
降温速度 最大 6℃/s
室温到峰值温度时间 最小 3.5 分钟，典型值 5 分钟，不超过 8

分钟

建议焊膏 ALPHAOM338 SAC305
备注 请根据选用的焊膏特性作相应的调整

图 5 HWD767D3xx封装推荐焊接温度曲线

5 绝对最大额定值及推荐工作范围

5.1 绝对最大额定值

序号 参数名称 参数值

1 输入电压（1IN/2IN） -0.3V~6.0V

2 输出电压（1OUT、2OUT） 6V

3 使能端输入电压( EN ) -0.3V~VIN+0.3V
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4 复位端电压（ RESET ） 6V

5 额定 ESD(HBM) 2KV

6 最大结温（Tj） 150℃

7 贮存温度范围（Tstg） -65℃~150℃
注：超出绝对最大额定值下列出的应力可能会对器件造成永久性损坏。

5.2 推荐工作范围

序号 参数名称 参数值

1 输入电压（VI） 2.7V~5.5V

2 输出电压（VO） 1.2V~5.0V

3 输出电流（IO） 0A~1.0A

4 工作温度（TA） -55℃~125℃

6 电特性参数

除另有规定外，电特性应按表3规定，并适用于全工作温度范围-55℃≤TA≤125℃，参考

GB/T17940-2000进行测试。

表3 电特性

特 性 符号

条 件
除另有说明外

V I=VO+1 V
IO=1mA

-55℃≤TA≤125℃

最小 最大 单位

输出电压 VO

可调输出：

1.2V≤VO≤5.0V

2.7V< VI <5.5V

0.95 VO 1.05 VO V

1.8V输出：

2.8V<VI<5.5V
1.71 1.89 V

2.5V输出：

3.5V<VI<5.5V
2.475 2.625 V

3.3V输出：

4.3V< VI <5.5V
3.135 3.465 V

静态电流（每个通道） Iq 10μA<IO<1A — 250 μA



HWD767D3xx产品手册

第 7 页

输出限制电流 Ilimit VO=0 V — 2.5 A

待机电流 Isb
2.7V< VI <5.5V

/EN= VI
— 10 μA

高电平使能输入电压 VENH 2.0 — V

低电平使能输入电压 VENL — 0.8 V

复位触发阈值电压 a VT VO减少 92 98 %VO

复位输出低电平电压 VRL VI=2.7V,IO(RESET)=1mA — 0.4 V

复位漏电流 ILC V(RESET)=5.5V — 1 μA

/EN输入电流 IEN
/EN=0V -1 1 μA

/EN=VI -1 1

LOD 压差 VD VO=3.3V, IO=1A — 575 mV

线性调整率 VREG — 10 mV

负载调整率 △VO/ VO 10μA<IO<1A — 3 %

7 功能描述

7.1 概述

HWD767D3xx系列双输出电压调整器具有快速的瞬态响应、低输入输出压降，双通道输出

等特点，为了稳定输出需要并联一个10uF的低ESR输出电容。HWD767D3xx系列双输出电压调

整器被设计用于DSP应用，这些调整器可以应用于任何混合输出电压应用，并且可提供高达1A

的电流。两个低电平有效的复位信号可以分别使内核逻辑和I/O进行复位。因为PMOS体现出低

阻抗特性，因此输入输出压降非常低（典型的，对于HWD767D325来说，当输出电流为1A时为

350mV），并且与输出电流直接成比例。同时，因为PMOS是电压驱动器件，静态电流很小并且

独立于输出负载（典型的，当输出负载在0mA到1A范围内静态电流为85uA）。因为这两个关键

因素，使得电池电源系统的运行寿命得到了极大改进。这一LDO系列同样具有睡眠模式，TTL

高电平信号使 EN （使能）关闭调整器，当环境温度为25℃时，减小静态电流到1uA。在欠压

情况下，HWD767D3xx的 RESET 端输出一个reset信号到微型计算机和微处理器中，在

HWD767D3xx中有一个内部比较器用于监视和检测调整器输出是否发生欠压。

7.2 功能描述
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7.2.1 工作时序

图6 HWD767D3XX工作时序示意

7.2.2 复位指示

HWD767D3xx的 RESET 输出端用于检测芯片的工作状态。内部比较器监视输出电压，当

输出电压下降到典型值的95％时 RESET 输出晶体管开启，使信号拉低。开漏输出需要一个上

拉电阻，如果不用就会处于浮空状态。 RESET 可用于驱动上电复位电路或者作为电池低压指

示。

7.2.3 调整器保护

HWD767D3xx的PMOS导通晶体管在背栅处有一个二极管，当输入电压低于输出电压（例

如在掉电期间）时二极管传递反向恢复电流。电流从输出传递到输入且不会被内部电路限制。

当额外反向电压不可预知时，有必要增加外部限流电阻。

HWD767D3xx同样具有内部电流限制保护。在正常运行期间，电流被限制在2.5A以下，当

限流起作用时，输出电压会线性下降直到过流状态结束，该芯片没有热保护功能，在使用的时

候需要避免芯片长期工作在过流保护状态下，芯片长期处在过流保护状态下，会产生大量的热

量，如果板级散热性能不好，会导致芯片烧坏，同时在正常使用的时候需要根据芯片功耗做好

散热设计，如果散热设计做不好，会影响芯片功能，最坏情况会导致芯片烧坏。
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8 应用建议

HWD767D3xx系列具有低输入输出压降、低静态电流、节能关断模式、电源电压监督和陶

瓷SOP24功率PAD封装特点，使得两个LDO集合在一起为DSP和其它多电源系统提供大输出电流

成为可能，在使用的时候，需要主要散热设计。

HWD767D3XX系列电压调整器为功率芯片，因此其自身的功率耗散比较大，因此我们在封

装管壳设计的时候加入了热PAD（即热沉），焊接芯片的时候，热沉接触到PCB上的散热铜箔上

辅助芯片散热，带有热沉的芯片其热阻JA和PCB上的散热铜箔的面积和厚度有关，铜板的面积

越大，厚度越厚，芯片的热阻JA越小。

HWD767D3XX系列芯片静态电流很小，在计算耗散功率的时候可以忽略，内部的耗散功率

计算公式如下：

����� = ����1 × ��� − ����1 + ����2 × ��� − ����2

其中Vin为输入电压，IOUT1为通道1输出电流，Vout1为通道1输出电压，IOUT2为通道2输出电

流，Vout2为通道2输出电压。

根据热阻定义得：

��� =
�� − ��

�����

其中TA为环境温度，Tj为最大工作结温150℃，PDISS为芯片的最大耗散功率，JA为结到环境

空气的热阻，由3部分组成:

��� = ��� + ��� + ���

其中Jc为结到封装管壳的热阻2℃/W；CS为封装管壳到PCB上的铜箔的热阻，一般为

2.5℃/W；SA为PCB上的铜箔到空气的热阻，主要由PCB上的铜箔的面积和厚度决定。

因此应用的时候可以根据工作环境温度变化范围，计算出所允许的热阻范围，然后在PCB

板上设计适当的散热铜箔的面积和厚度，必要的时候需加装散热片，在芯片焊接的时候让芯片

背面热PAD(热沉)与PCB上的散热铜箔充分接触。

JA与PCB上的覆铜面具的关系和PCB上的散热覆铜设计可以参照下图5所示，客户需根据自

己的应用方案，计算出LDO的功耗，设计相应散热覆铜的面积和厚度，根据PCB布局如果顶层

面积不够，可以考虑通过过孔到底层覆铜来辅助散热。
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图7 HWD767D3XX散热参考图

8.1 大瞬态电流要求

DSP电源要求的大瞬态电流在设计初期就被考虑，本设计用内部快速响应驱动和大输出电

容来维持大瞬态电流。

8.2 最小负载要求

HWD767D3xx系列即使为0负载时也很稳定，因此，没有最小负载要求。

8.3 FB引脚连接

FB引脚是输入引脚（仅适用ADJ版本），用来检测输出电压和关断环路切换到Adj模式。

输出电压通过电阻分压网络形成反馈环路。正常来说，连接越短越好，连接可以紧靠关键

电路来提高此点的性能。在内部，FB连接一个高阻抗高带宽的运放，并且将噪声拾取馈通

到调整器输出。规划FB连接以避免或最小化噪声拾取是很有必要的。在固定输出模式中此

端口没有连接。

8.4 可调版本设计

HWD767D301可调调整器输出电压通过外部分压电阻设计，输出电压计算如下：

�0 = ���� × 1 +
�1
�2

其中Vref=1.2V typ（内部参考基准）

建议R1和R2承担50uA的分流电流，阻值更小的电阻也可以应用，但是没有什么优点，并且
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消耗更多的功耗。阻值太大也应该被避免，FB端的漏电流会增大输出电压误差，选择R2=30.1K，

根据上述输出电压计算公式，选择不同的R1阻值可以得到不同的输出电压。

表4 可调版本输出设置

输出电压 R1 R2 单位

1.5V 7.5 30.1 KΩ

1.8V 15 30.1 KΩ

2.5V 32.6 30.1 KΩ

3.3V 52.6 30.1 KΩ

3.6V 60.2 30.1 KΩ

4.75V 89 30.1 KΩ

图8 HWD767D301可调通道示意图

9 使用注意事项

器件必须采取防静电措施进行操作。

该器件操作注意事项如下：

a) 器件应在防静电的工作台上操作；

b) 试验设备和器具应接地；

c) 不能触摸器件引线；

d) 器件应存放在导电材料制成的容器中；

e) MOS区域内避免使用能引起静电的塑料、橡胶或丝织物。
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10 订货信息

表 5 产品订货信息

序号 产品型号 封装形式 封装材料 质量保证等级 引脚材料 重量（g） 详细规范

1 HWD767D325MAG CSOP24 陶瓷 B级 铁镍合金 0.54 Q/HWD 50224-2022

2 HWD767D318MAG CSOP24 陶瓷 B级 铁镍合金 0.54 Q/HWD 20203-2015

3 HWD767D301MAG CSOP24 陶瓷 B级 铁镍合金 0.54 Q/HWD 20202-2015
注1：

Q/B/B1级器件满足GJB 597A-1996或GJB 597B-2012《半导体集成电路通用规范》Q/B/B1级的筛选要求。

注2：产品订货信息为我司已有产品或确定研制的器件，可根据用户需求研制其他封装形式的器件。
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